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La pr'sente invention a trait d'une naniere general? & 
des dispositifs de circuit integre a semi-conducteurs aux- 
quels est incorpore un element logique a semi-conducteurs a 
action rapide. 

5 Depuis peu, avec la mise au point d' elements semi- 

conducteurs a jonction, les operations logiques a grande 
Vitesse sont apparues dans le domaine des circuits integres 
semi-conducteurs. L'interet s'est porte notamment sur les 
circuits integres logiques a l'arseniure de gallium compor- 
10 tant des transistors a effet de champ integres dans le subs- 
trat en GaAs. 

Toutefois, il s'est pose un probleme : on porte attein- 
te a l'excellente vitesse de f onctionnement que presente en 
soi la pastille de circuit integre a l'arseniure de gallium 
15 si l'on place la pastille dans le meme boitier que des cir- 
cuits integres au silicium. En effet, du courant transitoire 
abrupt s'ecoule dans la ligne d' alimentation lors de la com- 
mutation a grande vitesse d'elements logiques interieurs .Ce 
courant transitoire abrupt fait baisser la tension d' alimen- 
tation du fait de 1» inductance des lignes d » alimentation. 
Par exemple, si le courant transitoire passant dans les li- 
gnes d» alimentation au cours d'un temps de commutation de 
100 psec est de 10 inA et que 1' inductance des lignes d» ali- 
mentation soit dans le boitier de 2 nH, la chute de la ten- 
25 sion d» alimentation est d' environ 200 mV. 

Cette perturbation de la tension d 'alimentation rend 
instable le f onctionnement des elements logiques interieurs. 
En particulier, la marge de bruit d'elements logiques utili- 
sant des transistors MESFET a l'arseniure de gallium est 
tres reduite, de sorte que les tres faibles perturbations de 
la tension d 'alimentation empechent un fonctionnement nor- 
mal. Par consequent, les commutations a grande vitesse sou- 
levent des difficult es. 

Dans le circuit integre a vitesse faible courant, on a 
35 remedie a la perturbation precitee de la tension d'alimenta- 
ti n en montant un c ndensateur de dec uplage entre la ligne 
d'alimentati n et la ligne de t rre a l'exterieur du b itier. 
Toutef is, dans 1 s circuits a grande vitesse, par exempl 
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circuits integres logique a l'arseniure de gallium, 1» ffet 
exerce par I'inductance de la ligne d » alimentation a l'inte- 
rieur du boitier n'etait pas compense par le condensateur 
monte a l'exterieur du boitier. 
5 II existe d'autres raisons pour lesquelles il ne con- 

vient pas de disposer un circuit integre logique a I'arse- 
niure de gallium dans le boitier courant du circuit integre 
a faible Vitesse* On peut citer la reflexion subie par le 
signal a haute frequence du fait de la non-concordance des 
10 impedances caracteristiques des conducteurs interieurs au 

boitier, le couplage parasite entre les conducteurs de signa 
interieurs au boitier, et le defaut d' adaptation des impedan 
ces caracteristiques des conducteurs interieurs au boitier 
et de la ligne presente sous forme de microbande sur tin cir- 
15 cuit imprime lors de !• assemblage du circuit integre logique 
a 1 'arseniure do gallium sur le circuit imprime , et analo- 
gues. 

La presente invention a pour but de realiser un dispo- 
sitif de circuit integre a semi-conduct eurs comportant un 
20 boitier ameliore utilisant des dispositifs a grande Vitesse. 

En bref, suivant un aspect de 1 'invention, il est pre- 
vu un dispositif de circuit integre a . semi-conducteurs com- 
portant une base de boitier et une cavite sur laquelle est 
realisee une couche-electrode de masse. Une pastille de cir- 
25 cuit integre a semi-conducteurs est prevue sur la couche- 
electrode de masse. Des condensateurs de decouplage sont 
prevus sur la surface de la cavite. Une plaque metallique de 
masse et des fils exteri eurs sont faconnes sur la surface du 
dessous de la base de boitier. Un moyen de liaison metallic 
30 que traverse la base du boitier pour etablir une liaison 
electrique et thermique entre la couche-electrode de masse 
et la plaque metallique de masse* 

On conprendra mieux l f invention et maints avantages 
qu'elle of fre d'apres la description detaillee donnee ci- 
35 dessous de certainee de ses realisations preferees en se 
referent aux d ssins ann xes, sur lesquels : 

les figures 1 a 3 sont des dessins indiquant schemati- 
quement la conf iguration d f un boitier comportant tin disposi- 



2609841 



3 

tif de circuit int'gre a seoi-conducteurs suivant un premier 
mode de realisation de 1' invention, la figure 1 etant une 
vue en plan, la figure 2, une vue en coupe droite suivant la 
ligne A-A de la figure 1 et la figure 3, une vue en coupe 
5 droite suivant la ligne B-B de la figure 1 ; 

la figure k est tine vue en coupe droite partielle il- 
lustrant 1'etat d 'assemblage du boitier suivant 1» invention 
sur une plaquette a circuit imprime ; 

les figures 5 et 6 sont des dessins indiquant schemati- 
10 quement la conf iguration d»un dispositif de circuit integre' 
a semi-conducteurs suivant le premier mode de realisation de 
1' invention, la figure 5 etant une vue en plan et la figure 
6, une vue en coupe droite du dispositif scelle selon la fi- 
gure 5 ; 

15 la figure 7 est une vue en coupe droite d'un dispositif 

de circuit integre a semi-conducteurs suivant un second mode 
de realisation de l 1 invention, 

Les figures 1 a 3 representent la structure d»un boitier 
selon un premier mode de realisation de l« invention. La re- 
20 ference 11 designe une base de boitier en ceramique. Une 
cavite 12 munie d'une pastille de circuit imprime (non re- 
presentee) est menage e au centre de la base de boitier 11, 
Une plaque metallique de masse 13 en cuivre-tungstene est 
fixee sur le bas de la base de boitier 11. Une couche-elec- 
25 trode de masse Ik est faconnee sur la surface de la cavite 
12. La plaque metallique de masse 13 et la couche-electrode 
de masse 14 sont reliees, electriquement et thenni quement , 
par du tungstene present dans des trous traversants 19 mana- 
ges dans la base de boitier 11. De nombreux conduct eurs 16 
30 de liaison entre les bornes de la plaquette a circuit impri- 
me et des fils exterieurs 15 sont prevus autour de la cavite 
12. Les fils exterieurs sont en Kovar. L'epaisseur de la 
plaque metallique de masse 13 est ajustee en sorte d'etre 
egale a celle du fil exterieur 15. Autrement dit, la plaque 
35 metallique de masse 13 et le conducteur exterieur 15 sont de 
niv au. 

De larges motifs metalliques 17 sont faconnes, simulta- 
nem nt au fa?onnag des cnduct urs l6 f sur chaque coin de 
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la base de boiti r llo Quatr c on d ens a teurs de d'c uplage 3& 
sont montes chacun sur l'un des larges motifs m'talliques 17 
Les conducteurs l6 sont formes sur la surface d'une couche 
isolante en forme de lingue. Un motif metallique en forme d 
lingue 20 est faconne sur la partie la plus exterieure de la 
base de boitier 11 et se dresse en partie plus haut que les 
conducteurs 16. Ce motif metallique en forme de lingue 20 
est forme sur la surface de la couche isolante en forme de 
lingue* Le motif metallique en forme de lingue 20 sert a 
souder la lingue en Kovar de fermeture etanche. 

Des motifs metallises 21 sont realises dans le voisina- 
ge de chacune des ar§tes de la base de boitier 11. Ces motif 
metallises 21 sont electriquement relies, respect ivement , aux 
motifs metalliques en forme de lingue 20, aux larges motifs 
metalliques 17 affectes aux condensat eurs de decouplage l8 
et a la couche-eiectrode de masse l4 de la plaquette de cir- 
cuit imprime o La reference 22 designe tine marque-repere in- 
di quant 1 f orientation du boitier. 

Dans cette realisation, les condensat eurs de decouplage 
sont prevus a l'interieur du boitier, aussi pres que possi- 
ble, de facon a diminuer le bruit de tension d f alimentation 
parce que les condensateurs de decouplage peuvent compenser 
efficacement les perturbations de la tension d 1 alimentation. 
La plaque metallique de masse sert egalement a 1* evacuation 
du rayonnement thermique par 1 • int ermediaire des elements 
metalliques enfouis a I'interieur des trous. 

La figure k est une vue en coupe droite partielle illus- 
trant l'etat d 1 assemblage du boitier suivant 1 'invention sur 
une pastille de circuit imprime en tant qu 1 application possi- 
ble de l'invention. Une couche metallique de masse 23 est 
faconnee sur une plaquette a circuit imprime 25. Cette cou- 
che metallique 23 pre vue sur la plaquette a circuit imprime 
25 est reliee electriquement et thermiquement a la plaque 
metallique de masse 13* Une couche metallique de transmissi r 
de signal 31 est aussi faconnee sur la plaquette 25 et est 
d niv au av c la couche metalliqu d mass 23, c'est-a-dir 
que les epaisseurs des deux couches 23 et 31 sont egal s.En 
c nsequenc , le fil exterieur 15 faconne sur le bas de la 
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base de boitier 11 et la couche metallique de transmission 
de signaux 31 soht relies sans desadaptation. 

Les figures 5 et 6 sont des dessins indiquant schemata- 
quement la configuration de la premiere realisation de 1 1 in- 
5 vention. Une pastille de circuit integre 26 est du type lo- 
gique a l^rseniure de gallium, comportant par exemple des 
MESFET a l^rseniure de gallium, et est fixee sur la couche- 
electrode de masse Ik de la cavite 12 menagee au centre de 
la base de boitier 11. Les bornes et les conducteurs l6 sont 
10 relies a l'aide de fils d 1 interconnexion 27. Tant les bornes 
d 1 alimentation de la plaquette 26 que les conducteurs d 'ali- 
mentation prevus sur la base de boitier 11 sont disposes le 
plus pres possible de chacun des quatre coins de la base de 
boitier 11, et les electrodes superieures des condensat eurs 
15 de decouplage l8 sont reliees a ces bornes d 1 alimentation et 
conducteurs d 1 alimentation sur la plus faible distance. 

Sur les figures 5 «t 6, on ri'a figure que sur un des 
cotes une tension d 9 alimentation VDD, les autres cotes etant 
bien entendu semblables. Certaines bornes traitant les si- 
20 gnaux a grande Vitesse sont interposees entre les bornes de 
terre ou les bornes sous tension continue, dans les bornes 
exterieures, la borne a grande vitesse S est interposee en- 
tre les bornes de terre G. 

Ensuite, on prevoit une lingue en Kovar 28 sur le motif 
25 metallique en forme de lingue 20 apres avoir effectue 1» ope- 
ration d 1 interconnexion et la fermeture etanche a l»aide d» 
un couvercle metallique* Cette lingue en Kovar 28 et le cou- 
vercle metallique 29 sont electriquement relies a la couche- 
electrode de masse 14 et aux motifs metalliques larges 17, 
30 Selon la present e invention, les condensateurs de de- 

couplage 18 sont disposes a l^nterieur du boitier en mime 
temps que la pastille 26, ce qui compense efficacement les 
perturbations de la tension d f alimentation. Par consequent, 
la presente invention permet de tirer le meilleur parti du 
35 f onctionnement a grande vitesse de la pastille de circuit 

integre 26. De plus, les condensateurs de decouplage 18 sont 
disposes aux quatre c ins sans conducteurs et sont en le me- 
me metal que les c nduct urs l6 . Par c nsequent, il n'est 
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pas besoin de zones speciales pour 1 s condensat urs de de- 
couplage 18 ni de structure compl xe et la structure ainsi 
que les operations de fabrication sont tres simples. 

Le couvercle metallique 29 est electriquement relie a 
la couche-electrode de masse l4 sur le bas de la base de 
boitier Jl* En consequence, la structure scion l 1 invention 
assure une excellente etancheite electrique. La conductibili- 
te thermique de la plaquette de circuit imprime 26 se trouve 
aussi amelioree, du fait que le dessous de la plaquette 26 
est en liaison thermique avec la plaque metallique de mass 
13 prevue en bas de la base de boitier 11, par 1 1 int ermediai- 
re du metal enfoui dans les trous traversants 19. 

En outre, les conducteurs l6 ont l'apparence d'une struc 
ture de ligne a microbande, mais ils jouent le role de pseu- 
do ligne coplanaire du fait que les conducteurs de transmis- 
sion de signaux affectes au signal a haute frequence sont 
interposes entre deux conducteurs de masse. Par consequent, 
le couplage parasite entre conducteurs de signaux se trouve 
efficacement restreint* De plus, 1 'impedance caracterist ique 
des motifs de conducteurs est congue en tant que ligne copla- 
naire et l'on obtient d 1 excellentes caract eristiques de 
transmission* Le defaut d v adaptation d f impedance entre le 
fil exterieur fixe au bas de la base de boitier et la ligne 
en microbande faqonnee sur le circuit imprime est restreint 
par determination judicieuse de l'epaisseur de la plaque 
metallique de masse 13 et du fil exterieur 15* 

La figure 7 est une vue en coupe droit e d , un circuit 
integre a semi-conducteurs suivant un second mode de reali- 
sation de l v invention* Dans cette realisation, c'est une 
electrode de masse unitaire 30 qui est prevue, au lieu des 
trous traversants aus-mentionnes, dans la base de boitier 11, 
et elle peut §tre connect ee au bas de la pastille 26 direct e- 
ment ou par 1 1 intermediaire de la couche-electrode de masse 
14. L' electrode de masse unitaire 30 est plus apte que les 
trous traversants a transmettre la chaleur. 

Dans 1 s realisations decrites ci-dessus, le nombre 
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de cond nsateurs de decouplage est limite a quatre, mais on 
peut choisir c norabre a volonte. Si les conducteurs exte- 
rieurs sont prevus sur deux cotes seulement du boitier, on 
peut disposer les condensateurs de decouplage sur un a\itre 
cote du boitier. 
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RE VEND J C A T I ON S 

1. Dispositif de circuit int'gre a scmi-conducteurs, 
caracterise en ce qu'il comprend : 

- une base de boitier (11) presentant une cavite (12) 
5 - une couche-electrode de masse (lk) faconnee sur la 

cavite ; 

- une pastille de circuit integre a semi-conducteurs 
(26) forn.ee sur la couche-electrode de masse ; 

- des condensateurs de decouplage (18) prevus sur la 
10 cavite ; 

- une plaque metallique de masse (13) prevue sur la 
surface exterieure de la base de boitier (11) ; 

- un moyen de liaison metallique (19;30) prevu a tra- 
vers la base de boitier pour relier la couche-electrode de 

15 masse et la plaque metallique de masse ; 

- des fils exterieurs (15) prevus sur la surface du 
bas de la base de boitier. 

2. Dispositif de circuit integre a semi-conducteurs 
selon la revendication 1, caracterise en ce que des conden- 

20 sateurs de decouplage (18) sont disposes aux coins de la 
cavite (12). 

3. Dispositif de circuit integre a semi-conducteurs 
selon la revendication 1, caracterise en ce que les conden- 
sateurs de decouplage sont relies aux lignes d' alimentation 

4. Dispositif de circuit integre a semi-conducteurs 
selon la revendication 1, caracterise en ce que la base de 
boitier est en ceramique. 

5. Dispositif de circuit integre a semi-conducteurs 
selon la revendication 1, caracterise en ce que le moyen de 
liaison metallique est constitue par du metal enfoui dans 
des trous traversants (19). 

6. Dispositif de circuit integre & semi-conducteurs 
selon la revendication 1, caracterise en ce que le moyen de 
liaison metallique est une electrode de masse unitaire (30) 

35 solidaire de la plaque metallique de masse (13). 

7. Dispositif de circuit imprime a semi-conducteurs 
selon la revendication 1, caracterise en ce que la plaque 
metallique de masse (13) et le fil exterieur (15) s-'tendent 
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en hauteur jusqu'a un m eme p i an . 

8. Dispositif de circuit integre a semi-conducteurs 
selon la revendication 1, caracterise en ce que la pastiIle 
de circuit integre a semi-conducteurs (26) est un circuit 

5 integre logique a l'arseniure de gallium. 

9. Dispositif de circuit integre a semi-conducteurs 
caracterise en ce qu'il comprend : 

- une base en ceramique (11) ; 

- une couche-electrode de masse (14) faconnee sur la 
10 surface de l a base en ceramique ; 

- une pastille de circuit integre a semi-conducteurs 
(26) prevue sur la couche-electrode de masse ; 

- une plaque metallique de masse (1 3 ) prLe sur la 
surface inferieure de l a base en ceramique ; 

15 - une premiere couche isolante en forme de lingue pre- 

v«. sur la partie peripherique de la base en ceramique en- 
tourant la pastille (26) • 

- des conducteurs de transmission de signal (16) facon- 
nes sur la premiere couche isolante en forme de lingue ; 

- des condensateurs de decouplage (l8) prem dans'les 
zones exemptes de conducteurs de transmission de signal sur 
la premiere couche isolante en forme de lingue ; 

- des conducteurs d- inter connexion (2?) reliant les 
bomes de la plaquette (26) et les conducteurs de transmis- 

25 sxon de signal (16) j 

- vine seconde couche isolante en forme de lingue pre- 
vue sur la partie peripherique de la premiere couche iso- 
lante en forme de lingue ; 

- un couvercle metallique (2 9 ) hermetiquement appliq„ e 
sur la seconde couche isolante en forme de lingue ; 

- un moyen de liaison metallique (1 9 ; 3 0) prevu a travers 
la base du boitier pour relier la couche-electrode de masse 
et la plaque metallique de masse. 

10. Dispositif de circuit integre a seoi-conducteurs 
35 selon la revendication 9, caracterise en ce que des condensa- 
teurs d decouplage (18) sont disposes dans 1 s coins de l a 
premiere c uche isolante en forme d lingue. 
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11. Dispositif de circuit integre a semi-conduct urs 
selon la revendication 9, caracterise en ce que le moyen de 
liaison metallique est constitue par du metal enfoui dans 
des trous traversants (19). 

12. Dispositif de circuit integre a semi-conducteurs ■ 
selon la revendication 9, caracterise en ce que le moyen de 
liaison metallique est une electrode unitaire (30) de jonc- 
tion avec la plaque metallique de masse (13). 

13. Dispositif de circuit integre a semi-conducteurs 
selon la revendication 9, caracterise en ce que la plaque 
metallique de masse (13) et le fil exterieur (15) sont deli- 
mites en hauteur par un mime plan. 

14. Dispositif de circuit integre a semi-conducteurs 
selon la revendication 9, caracterise en ce que la pastille 
de circuit integre a semi-coriducteurs (26) est un circuit 
integre logique a l'arseniure de gallium. 
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